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Activité 1 (DR1)

Q1.1- Validation de FC5
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Q1.2- E, = %mvz = %* 0,12 1073 x13,22'= 0,01045 Joules

Q1.3- 0,01045 < 0,08 donc normes respectées

Activité 2 (DR1)

Q2.1- Choix d’une solution

Masse Complexité | Temps de Précision Total
réaction
Solution 1 3 3 1 1 8
Solution 2 3 3 1 2 9
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Solution 3 1 1 3 2 7

Solution retenue : Solution 2
Activité 3

Q3.1- En justifiant votre réponse, choisir le microcontréleur permettant de gérer le systéme
sachant qu’il est alimenté sous une tension de 3,7 V.

Nous avons besoin de 2 entrées et 3 sorties.
Et nous avons une tension d’alimentation de 3,6V. Il faut choisir le PIC 12F629.

Q3.2- Compléter 'algorigramme sur le document réponse DR2.
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Activité 4

Qa1 = e - oo

— — -1 -1

2 125092 128 N.m™* = 0,128 N.mm

Q4.2- Le deuxieme et le troisiéme du tableau peuvent convenir (course et raideur compatibles)
Pour 440M : k= 0,16 NNmm ' donc F = kx = 0,16 * 12,5 = 2N

Pour 500M : k = 0,14 N.mm~! donc F = kx = 0,14 * 12,5 = 1,75N
Q4.3-D=m*Z=6mm;a=%*360=239°

Q4.4- 240° entrainement et 120° échappement donc 8 dents sur 12

Q4.5- Vo = % = %5 =6,25mm.s™!

V, 6,25 _ w —
Q4.6- W,y = T = = 2.08rad.s™?! Wy = —22€ = 2654 rad. s !
Rroue (12+0,5)/2 Z6+49

Q4.7- Ngiobar =M1 * M2 * N3 %Ny = 0.6 % 0.4 x0.7 0.5 = 0,084

F, *V, 2%6,25%1073
Pm — crem crem — — 148,8mW
Nglobal 0,084
Q4.8-
o _ Pn 1488+ 1073 by, W
—_— R — m . m
™ w, 2654 ’
Q4.9- (DRN%)/min) mA)  ni%)
60000 1000 100
900 90
50000
47000 tr/min N(tr/min)
700 70
40000
600 60

30000 500 50

réendement n en %
400

_____ 40
- -

5 ~ s 37%

20000 - S~
s ~a 300 30

’ S~
/ e

e 200 20

/
o -~
10000
’I/Q) RS 200mA
/ -~
-~ 100 10

0 0.056 01 02 03

Couple moteur en mN.m
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56000+47000 +51500

Q4.10- Ny = e = 51500 tr/min Wmoy = z oo = 0393 rad.s™?
1 _ _

Wroue = Wmoy * 5070 = 423 Tad. s ! Verem = Rroue * Wroye = 12,7 m.s™*

t=—2=2_098s

Verem 12,7
Q4.11- Le temps d’armement est inférieur a 2 secondes : la chaine cinématique est validée.
Activité 5

Q5.1- A l'aide des caractéristiques du moteur (courbes DR1), déterminer l'intensité maximale
(Imax) du courant traversant le moteur.

A l'aide de Q4.11 : Iuax = 200 mA.

Q5.2- Déterminer la valeur de la tension Vr2o lorsque l'intensité I est égale a Imax (voir DR3 et
DT8).

VRZO = RZO X IM = RZO X IMAX = 1x2100 = ZOOmV

Q5.3- A 'aide du document technique DT14 et du document réponse DR3, choisir la référence
du composant Q1.

1. Sur DR4 : Q1 transistor bipolaire NPN
2. Etilfautlc >200 mA

Référence de Q1 : MMBT2222A
Q5.4- Pour quel niveau logique de la sortie Fm le transistor Q1 (DR3) est-il saturé ?
Pour avoir Iggs > 0 il faut Vo = 3,7V donc Fm =1.

Q5.5- Déterminer la valeur de la résistance R10 permettant de saturer le transistor Q1 et déterminer
la valeur dans la série E12 (DT14).

Solution 1: Vee

Schéma équivalent

o R10= Rl
Ipg1
Um
URlO ® URlO =Vo — VBESClt = 3,7 '1,4 =
2,3V
|BQ1 R10 |c = ||v|
Fm _le_ Im_ 200 _
L] IBQl [)) [)) 100 2 mA
Vo ‘\
VBE TS
U D’ou : R10=1,15 kQ
R20
ST777 R20
/7777
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Solution 2 : On prend le courant maximum disponible en sortie du microcontrdleur.

o R10= Rl
IpQ1
o UR10 =Vo — VBES(lt = 3,7 - 1,4 =
2,3V

o IBQI =10 mA

D’ou:R10=2300Q

Choisir la valeur de R10 dans la série E12 (DT14)
Solution 1 : On choisit R10 = 1,2 kQ
Solution 2 : On choisit R10 = 270 O

Q5.6- Quelle incidence a ce choix de résistance sur les spécifications techniques du
Minidrone ?

Le choix de cette résistance a une incidencé sur la consommation du minidrone.

Activité 6

Q6.1- A l'aide du document DT15, compléter le document DR3 en choisissant le montage
permettant de réaliser FS52.

On choisit 'amplificateurnon inverseur voir DR3.

Q6.2- Sur le document DR3; quelle est la nature de la grandeur Uawp.
C’est une grandeur analogique.

Activité 7

Q7.1- Sur le document réponse DR3, réaliser le montage de cette diode.
Voir BR3

Q7.2- A I'aide du document DT11, choisir la référence de la diode D2. En déduire les valeurs de
IF et VF.

SML-LX 1206IC TR

Q7.2- Déterminer la valeur de la résistance R30 a I'aide du document DT11.

(VF, IF) = (2V, 20 ma) > Ry, = = Vr-Vor_ 272270 _ g5

Ip 20

Q7.3- Choisir la valeur de la résistance R30 dans la série E12 (DT14). R30 =82 Q
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Activité 8 (DR4)

Q8.1
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